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低温ではC(8×10)構造をとるGe(110)面が,380℃を境に (17 15 1),(15 17



























ら450℃の間にとった結果,現れた回折パ ターンは<111> 方向の隣 りあう基本格子反射の
間を16等分するという,C(8×10)構造とは全く違った特徴を持ったものであった｡ この
構造は 01shanetskyらがフアセット機構として説明した中間相に対応する温度範囲で現れる｡
そこで,この構造がフアセット構造であるかどうかを確かめるために, 01shanetsky らがこの
構造に対して提出したモデルを使って,この機構が出現している時の逆空間の様子を計算し,
試料面に対する電子線の視斜角を変えていった時の回折対点のふるまいをRHEEDによって検
証することを考えた｡この実験の結果,フアセット構造から期待される回折酎点のふるまいは
観察されなかった｡従って,この表面構造がフアセット構造ではないことが明らかとなった｡
<111>方向に16倍の長周期を持つこの構造はWoodの記号でGe(110)-JT行 ×√す
R(32.70, 35.30)と表現される(図2)｡ 450℃以上の温度で観察すると,回折パターン
は不明瞭になり,長周期構造による回折封点の数が減少するため,構造を決定することは困難
であるが,比較的強い回折封点は低温相のC(8×10)の特徴を持つように観察された｡ それ
ゆえ,われわれは450℃以上の表面構造はC(8×10)であると考えている｡
以上をまとめると,清浄化したGe(110)表面上にはC(8×10)とJT門 ×ノ甘 R
(32.70,35.30)の2種類の表面構造が存在し,Ge(110)面がフアセット化した表面に
可逆的に遷移することは起こらないことが明らかになった｡
34. エッチングによるGaAs結晶の欠陥の研究
新 井 功
§1. はじめに
ⅡトⅤ族化合物半導体の一つであるGaAs結晶は,高い電子易動度やすぐれた光一電気的性
質により,次世代のデバイス材料として期待されている｡ しかし,シリコンに比べて,欠陥に
関する研究はかなり遅れている｡それは,いまだに ドー ピングなしで,大径の無転移結晶が得
られないこと,ス トイキオメ トリーの制御が困難なことにある｡最近,欠陥がかなり制御され
たGaAs単結晶がHB法 (HorizontalBridgman)やLEC法 (LiquidEncapsulatedCzochralski)
で育成されるようになった｡今回エッチングにより諸種の欠陥の評価が,どこまで可能である
かを検討した｡
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